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 ــــرة14 المحاضــــ  

   Parameters of Field Effect Transistorترانزستور تأثير المجال ثوابت 

 

وتحسب من خلال  gm الناقلة  لتوصيلية التبادلية او التوصيليةما يعرف با FETاحد اهم الثوابت لترانزستور 

 :ى بالعلاقةالمنبع وتعط-التغير في تيار المصرف نسبة الى التغير في جهد البوابة

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

ويرمز  gmاكبر قيمة ل . FETمهمة كي يتم التعرف على قيمة تحصيل الجهد في ترانزستور   gmتعد معرفة قيمة 

تعطى قيمة التوصيلية التبادلية عند اية قيمة لجهد البوابة . VGS=0تكون عندما يكون جهد البوابة  (gm0)لها 

 :بالعلاقة

 

 

 

 

  

عندما  gmاحسب قيمة  gm0=5000 µSو  VGS(off)=-6 Vو  IDDS=3.0 mAانزستور تاثير مجال فيه تر: مثال

 .عند هذه القيمة IDواحسب قيمة التيار  VGS=-4 vتكون قيمة 

 : الحل
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 Input Resistance and Capacitanceمقاومة وسعة الادخال 

المحازة عكسيا وهذا ما يجعل مقاومة البوابة كبيرة جدا  Gate ترانزستور تاثير المجال هو سيطرة البوابةان مبدأ 

وهذه من مميزات هذا النوع من الترانزستورات على عكس مما عليه ترانزستور الوصلة الذي تكون فيها انحياز 

 :تحسب مقاومةة الادخال من العلاقة. دائرة الادخال منحازة اماميا
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وهذا الجهد العكسي يعمل  pnلوصة  تحدث بسبب كون الترانزستور يعمل بانحياز عكسي Cissسعة الادخال 

عند  7pfتبلغ  2N5457لترانزستور  Cissمثلا تكون قيمة (. جهد الادخال المسلط)كمتسعة تعتمد بقيمتها عليه 

 .VGS=0عندما 

 AC Drain-toمصدر -للمصرفالمقاومة المتناوبة 

يكون  VPبعد الجهد  IDفان التغير بقيمة تيار المصرف انزستور تاثير المجال ملاحظة منحنى خواص ترمن 

مصرف -ونسبة هذه التغير تدعى بالمقاومة المتناوبة للمصدر VDSصغيرا جدا لمدى تغير واسع في الجهد 

 :وتحسب من العلاقة
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 JFET Biasingطرق انحياز ترانزستور تاثير المجال 

 Self Biasingييز الذاتي التح  .1

بوابة منحازة عكسيا -وفيه تكون وصلة مصدر JFETفي دوائر  يعد هذا النوع من التحييز الاكثر شيوعا  

يعد مهما جدا على الرغم من عدم وجود جهد على طرفيها وذلك  RGوجود المقاومة (. لاحظ الشكل)دوما 

في ( المشترك)عن الارضي  ACرة المتناوية كما انها تعزل الاشا 0Vلاجبار جهد البوابة كي يبقى 

 .دوائر تكبير الاشارة المتناوية
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 الشكل يبين الانحياز الذاتي لترانزستور

JFET  لكلا نوعي القناةn   وp 

 

 

 

 

يجعل الجهد على طرفي المقاومة  RSالمار بالمقاومة  ISاعلاه فان التيار  aكما في الشكل  nلترانزستور بقناة 

 (.المشترك)سبة الى الرضي موجبا ن

 

 :مصدر يحسب من العلاقة-جهد بويابة

  

 

 

 

 زفان                  لذالك                            pبقناة من نوع  JFETلترانزستور 

 :يعطى بالعلاقة  nايضا ان جهد المصرف نسبة الى الارضي لترانزستور بقناة نوع 

 

 

 

 

 مثال
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 :الحل

 

 

 

 

 

 

 

 

يتم حساب المقاومة  .مصدر-من خلال معرفة تيار المصرف وجهد بوابة JFETيتم تحديد نقطة عمل الترانزستور 

RS من العلاقة: 
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 .RS=800 Ωوقيمة المقاومة  nبقناة من نوع  JFETيلاحظ من الشكل ادناه نقطة عمل ترانزستور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : واجب

و  IDSS=25 mAاذا علمت ان  pبقناة من نوع  JFETاللازمة لدائرة ترانزستور  Rsومة احسب قيمة المقا

VGSS(off)=15 V  وVGS=5 V 
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 واجب

 VD=6 Vعلما ان قيمة الجهد  RDللشكل ادناه احسب قيمة المقاومة 

 

 

 

 

 

 

ز ذاتيا، لاحظ الشكل لتحديد نقط عمل الترانزستور المحا JFETيمكن اعتماد منحنى مميزة النقل لترانزستور 

  .ادناه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ID=0عندما  VGSيتم حساب قيمة 

 

 

  ID=IDDSعندما VGSالنقطة الثانية تحسب قيمة 

 

 ID=0عندما  VGSيتم حساب قيمة 
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 ID=0عندما  VGSيتم حساب قيمة 

 

مميزة يمثل نقطة عمل بين النقطتين المستخرجة ونقطة تقاطعه مع منحنى ال( خط الحمل)يتم ايصال خط مستقيم 

 .الترانزستور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واجب

 حدد نقطة عمل الترانزستور المبين في الدائرة التالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


